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09.06.2015 Mgr. inz. Lukasz Korelacje emisji fotonow z komplekséw ekscytonowych

Dusanowski zwigzanych w kreskach kwantowych InAs/InP.
02.06.2015 Mgr. inz. Andrzej  Metrologia tranzystoréw typu finFET na bazie
o Gawlik potprzewodnikéw grup IV i III/V.
Dr inz. Anna Zwigkszenie wydajnos$ci nieklasycznych zrodet swiatta
05.05.2015 . . )
Musiat poprzez zastosowanie nowego typu rezonatorow.

28.04.2015 Mgr Henryk Turski Tajemnice wzrostu InGaN.

Wptyw stanow lokalizujacych na dynamike

Dr inz. Michat rekombinacji promienistej i niepromienistej w
14.04.2015 . . :
Baranowski nowoczesnych materiatach 1 strukturach
potprzewodnikowych.
31.03.2015 Mgr. inz. Pawet Wptyw pola magnetycznego na kompleksy
o Mrowinski ekscytonowe w kreskach kwantowych InAs/InP.
- Spektroskopia fourierowska struktur przeznaczonych do
Mgr. inz. Mateusz . .
17.03.2015 . zastosowania w laserach oraz detektorach pracujacych
Dyksik o L . o
w zakresie Sredniej 1 dalekiej podczerwieni.
Mgr. inz. Maciej Widmo wzbudzen kolektywnych kondensatu
03.03.2015 . .
Pieczarka polarytonow ekscytonowych.
20.01.2015 Mgr. inz. Synteza 1 wlasciwosci optyczne nanokrysztalow
o Agnieszka Noculak fluorkowych domieszkowanych jonami lantanowcow.
13.01.2015 Mgr. inz. Lukasz Badanie rozktadu po6l elektrycznych w strukturach
R Janicki potprzewodnikowych na bazie zwigzkow III-N.
Moer. inz Funkcjonalizacja oraz badania spektroskopowe
09.12.2014 gr.mnz. = nanokrysztatow fluorkowych domieszkowanych
Barttomiej Sojka . , . .
lantanowcami do zastosowan w bio-medycynie.
Mgr. inz. Filip Przestrajanie diod laserowych z wykorzystaniem
02.12.2014 e
Dybata ci$nienia hydrostatycznego.
18.11.2014 Mgr. inz. Monika ~ Wptyw tlenu na wtasciwos$ci optyczne

Wetna polprzewodnikow grupy II-VI.

Zielone azotkowe struktury laserowe na podtozach
potpolarnych GaN - relaksacja napre¢zen i fluktuacje

04.11.2014 Dr Lucja Marona sktadu.
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14.10.2014

15.09.2014

Dr inz. Joanna
Jadczak

Alex Luce

Badania spektroskopowe niskowymiarowych struktur
polprzewodnikowych na bazie GaAs oraz chalkogenkow
metali przejSciowych.

Design of Next Generation Full Spectrum Solar Cells
Using Intermediate Band Semiconductors.



